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拟采购氮化镓外延片共55片，技术要求如下：

1、 外延片为硅衬底上生长的氮化镓PN结垂直结构，PN结中间含多量子阱（MQWs）发光层，2英寸大小，用以制备LED发光器件；
2、 外延片需通过键合工艺（键合金属为Ni/Sn），将外延层从原有衬底剥离后重新键合到Si（100）衬底上，使p层在下，n层在上；
3、 共需要4种不同中心波段的外延片：375nm（15片）、385nm（10片）、415nm(20片)和455nm（10片）；
4、 要求外延片整体发光强度均匀，无明显生长缺陷；
5、 需在合同签订后一周内发货，同时需提供外延片层结构厚度的详细参数。

外延片结构要求大致如下图所示：
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